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２μｍＧａＡｓＨＢＴ工艺的 Ｌ型网络分布式放大器
徐　建　王志功　张　瑛　田　密

（东南大学射频与光电集成电路研究所，南京２１００９６）

摘要：首先对分布式放大器中Ｌ型和Ｔ型网络的频率特性进行了研究．分析表明，Ｌ型网络比Ｔ型网络在设计中
具有更好的频率特性．基于稳懋半导体的２μｍＧａＡｓＨＢＴ工艺实现了一种Ｌ型网络的分布式放大器．测试结果
表明，在３～１８ＧＨｚ频率范围内其增益为５５ｄＢ，增益平坦度为±１ｄＢ，体现了很好的带宽性能．此外，在设计
的频率范围内反射损耗Ｓ１１，Ｓ２２均低于－１０ｄＢ．在５ＧＨｚ时的１ｄＢ压缩点处输出功率为１３３ｄＢｍ．芯片面积为

０９５ｍｍ２，在３５Ｖ电源下功耗为９５ｍＷ．
关键词：分布式放大器；Ｌ型网络；ＧａＡｓＨＢＴ工艺；超宽带
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